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Die folgenden Angaben sind den vom An meld er eingereichten Unterlagen 

@ Hilfsschichten fur elektrolumineszierende Anordnungen 

® Elektrolumineszierende Anordnung, die als lochinjizie- 
rende Schicht einen polymeren organischen Leiter ent- 
halt, der entweder aus Losung aufgebracht worden ist 
oder aus einer Dispersion aufgebracht worden ist, in der 
die Teilchen eine GroRe unterhalb von 1pm, aufweisen. 
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Beschreibung 

Der pnnzipicllc Schichtaufbau ist wie folgt. Die Zahleri 1 bis 10 bedeutcn dabei: 

15 1 TYager, Substrat 

2 Basiselektrode 

3 Locher-injizierende Schicht 

4 Locher-transportierende Schicht 

5 Emitter-Schicht 

20 6 Elektronen-transportierende Schicht 

7 Elektronen-injizierende Schicht 

8 Topelektrode 

9 Kontakte 

10 Umhullung, Verkapselung 

35 Alstraiisparenteund^ta^^ ugceignei. 

a) Metallode, beispielsweise Indium-Zinn-Oxid (ITO), Zinnoxid (NESAV 

b) seim-transparenteMetal^ ; 

n^MgeAnzeigendnenicht^ 
TOe aT^T 86 " ^ Rir P ra,£tisChe AnwmdungenW.no* nicht augend 8 ^ 

IvthS™ £ 1 y merc ?^ anisc he Wter rind gegebenenfalk substinji^ftlyfi^Pblypy^te M ™ mMotoR> 
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in dcr . 

n ffir eine ganze Zahl von 5 bis 100 und 
stent . 

Beispiele fur besonders geeignete Alkylendioxythiophene sind in EP-A 440 957 und DF a4?ii^q ^ u • 
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inder 

n fur eine ganze Zahl von 5 bis 100, 

R fur H oder eine Alkylgruppe mit 1 bis 12 C-Atomen, 

RVftir-(CH 2 ) ra S03MmitM = UNa,K,Rb,Cs NH4,H 
m fur eine ganze Zahl von 1 bis 12 und 

stent. - 

ten, wenn, bezogen auf ein Gewichtsteil E™! ? oder Disperaonen von leitfahjgen Polymeren werden erhal- 
f^igenPdymerlderFornael^ugS 

JfiZ ^^SS^Z^Z «Z « -gesteUt werden. Es hat 

Polymer fuszugehen ^^SS^^^^^S^ ™' ^ h ° heren Anteil 311 
d -^v^ Polymer zu Polyanion 

0,4 zu 1 reduziert wird. Hierdurch wL te^„3te7w ^ormel I Z u Polyanion-Vferhaltois von 

trolumineszierenden MatrUdisphy^^ ? Synth - ^ 92 < 1998 > W-"3> » 

SchiehtenmitdnemObe^aehLE^ 
te n miteinerLeitfahigkeit<2S/cm VOD >'^^Cl bei einer TVockenfilmdicke von 75 nm fiihren bzw. Schich- 

^^^s^iis^Sr^ A rr s erfoigt nach ** «*— 

Dispersion des Polythiophens a,rf 'dSSSSS^X^^^^ SyStemM eine ^""S ^ 
Wasser/Alkohol-Gemisehe verwendeS^em^kt^ nt. ' f ^ SUn «f nUttel werden ^orzugt Wasser bzw. 
nolButanoLDieVerwendun^ 

sungsmitteln, wie aromatischen oder aHnharilZir u ^V* 6 dann Welterc Schlch ten aus organischen L6- 
die Schicht 3 angegX^vW ^schen Kohlenwasserstoffgemischen aufgebraeht werden konnen, ohne daB 

spielsweise in der EP-A 564 Stari££ VemetZUngSn " ttel ZU 8 eSetet werden - Entsprechehde Bindemittel sind bei- 
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gen oder Dispersionen der polymeren organischen Leiter verwendet Hi* i i ... 

ger als 1 ppm Anionen anorganischer Slum enthaJten S& 1 Ppm MetaUl ° ne ° "<*V°** weni- 

^Stu^^^ 
peraturocterUmr^Ms^ 

:Se-ss^™ 

herzustellen. • * r umanigen Hasiselektrode mogbch, struktunerte Hektrolunrineszenzanzeigen 

d» aus I^ung ode, dureh AuM^Sgebt^ 

vinylendcrivate oder Aluminiumkomplexe tfSE^ Tf J ^ 5 mtterschicht 5 Polyparaphenylen- 

Beispiele 
Vergleichsbeispiel 

(Bayer AG) * ' 

Beispiel 1 

HersteUung der 3,4-Polyerhylcndioxy^ ^ 

spersion wird 24 h bei Raumtempera tur geriiha ZUgeSebcD - DieDi " 

^und.OOgKa^na^ 

e^s^Sgdtir 

. Beispiel 2 

HersteUung der 3/M>olye%lendioxytl^^ 

sion 24h bei feumtempSgS A^S^^Vm ^^^^ Mc Ws P"" 
AG) und 100g KationenausUuscherLw^^ W 62 ^ 

Die Ionenaustauscher werden dureb Rltrabon Si ^ wasserfeucht, zugegeben und 8 Stimden geriihrt. 
^MspersionnnteinemFes^^^^ 

elektrolumineszierender Anzeigen eingesetzt. atnerte Aspersion wurde zur HersteUung 
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Vergleichsbeispiel 1 
1. Reinigung des ITO-Substrats 

ges^iSSsSS 



DE 198 41 803 A 1 

Dieser Spiil- und Trockenvorgang wird lOmal wiederholt. 

2. Aufbringen derBaytron P-Schicht auf das ITO 

uberstehende Ixisung durch Rotation des Tellers beTsOO Tw£flLr 2Sj **** AnSchlieBe " d *W die 

wird das so beschichtete Substrat 5 min lang bei lWC auS ?7 VO " 3 m ° ab S eschk "*«. Danach 

(Tencor, Mphastep 200) ist al.erdings irrhoLger , uj TenSstipS' ^ Sdtfphldlcto betrSg, 60 nm 

3. Aufbringen der lochleitenden Schicht 10 

AniSfe 

schheBend wird die iiberstehende Losung durch BaytIOn P Schicht vertei «- 
wuri das so beschichtete Substrat 5 min LgWIOTaSil? Tl™ ^ ^Ueudert Danach 
150nm. g ^^^^P^S^^LDieGesarntschichtdickebetrag 



H 3 CO 



H 3 CO-^^- N> 
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4. Aufdampfen der lichtemittie^deri/elektroneninjizie^ 
Urnvex350) durchgefuhrt DerDruck in der AufdS^Lflw^ WBd 10 «« Aufdampfanlage (Leybold, 

5. Aufdampfen der Metallkathode 50 

t r a " f 8 edam P ften Metallkontakte betragt 500 nm 

Beim Anlegen einer Spannung kommt es m Kun?<Khfn«pn i » • ?f MgAg-Hcktrpde verbunden. 
UchsUbileElektmlunnn^einsS WUU ^ n ' TO ^ achk ™^^»rStromnnBundkeinezeit- 

Vergleichsbeispiel 2 

maBen vorgegangen: 7 "Pnenoisperaon aus Beispiel 2 aufgeschleudert wird. Dazu wird folgender 

-DasSubstra,*^ 
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allerdings inhomogen und enthak Stiffen gctrocknct - ^cbtdicke betragt 60 nm (Tencor, Alphaslep 200) ist 

JS£Sfs£a±fis: 20 - « -* »* —* u „ d 

Anwendungsbeispiel 1 

1^ Subset wiM ein^XLSgei ^ 
Seite dcs Substrate vcrteilt. AnschlieBcnd wW .TteSS ^ 8 ^ ?» Sp,e 1 ^ auf der rTO-^schichteten 
den Zehraum von 3 min abgesSS iriS^? Rotatlon M" bci 500 U/min uber 

Patentanspruche 

Teilchen eine GroBe unterhalb v™ f 1 , SSSS PCK1 ° D auf « ebracht w ° rd <=° * «n der die 



(I), 



n 



50 



in der - ■ * 

n fur eine ganze Zahl von 5 bis 100 und 

it ?-A? m n en 8egebenenfal,S SUbStoierteD AlkylreS ' "* 1 bis 20 C - A <°-n, "CHfrOH oder einen Arybest mit 
stent, enthalten ist. 

nenderFormein ^ ^ ^ S^nenfalls subsMmerten neutralen oder kalionischen Polyalkoxythiophe- 
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in der 

n fur eine ganze Zahl von 5 bis 100 

^ H ^f eine ^grappc mit 1 bis 12 C-Atomen, 

R fur -(CH^m-SOaM mil M = Li, Na, K, Rb, Cs N¥L 

mflir eine ganze Zahl von Ibis 12 und 

steht, enthalten ist. 

5. ^m^^A^j^^,^ u^z,^^^^^^ 
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einer 75 nih dicken lochinjizierenden Schicht >10 5 Q/D betrSgt 

tS25£^ ^ ^ « die Lei^eit der ,ochinjizie re oden 

SclShS^ f kennzeichnet, daB fa der lochinjizierenden 
enthalten ist. ^wichtsteile des leitfatogen Polythiophens der Formel I ein Gewichtsteil Pblyanion 
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